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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

)\S COMPOSANTS POUR PARAFOUDRES BASSE TENSION -
@Partie 341: Spécifications pour les parafoudres a thyristor

: AVANT-PROPOS

1) La CEl (Comm@ Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble mités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEIl a pour objet de
favoriser la cooper internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I" nique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est ¢ a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut partici §es organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en

t

liaison avec la CEIl, pa nt également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normali ﬁSO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords offigi e la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord internagfonal syr les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comjjé d’études.

3) Les documents produits se présefit sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités

nationaux. @

4) Dans le but d'encourager I'unification intérnationale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagcon transparente, dans toute la mesure ible, les Normes internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute diverge la norme de la CEIl et la norme nationale ou régionale

correspondante doit étre indiquée en termes claifs dans cette derniére.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le @ age comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré con rme‘é I'une de ses normes.

I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de d analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de p ¢ et de ne pas avoir signalé leur existence.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des é é@de la présente Norme internationale peuvent faire

La Norme internationale CEIl 61643-341 a été éta par le sous-comité 37B: Composants
spécifiques aux parafoudres et aux dispositifs de prote contre les surtensions, du comité
d’études 37 de la CEIl: Parafoudres.

Q

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: O
. a

FDIS Rapport de v&)’/‘

37B/58/FDIS 37B/61/RVD 'Q

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infor@on sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3. 6

L'annexe B est donnée uniquement a titre d’information. !

L’annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2005. @
date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PONENTS FOR LOW-VOLTAGE SURGE PROTECTIVE DEVICES -

art 341: Specification for thyristor surge suppressors (TSS)

O’ FOREWORD

1) The IEC (Int al Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national el€ctrOtechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-og€ration on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To

this end and in ign to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technieal _gommittees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also p te in this preparation. The IEC collaborates closely with the International

Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations. é

2) The formal decisions or ag nts of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opifion op the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Commj

3) The documents produced have the of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, tegchnical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense. ?

o

4) In order to promote international unification
Standards transparently to the maximum
divergence between the |IEC Standard and
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indi@g’ approval and cannot be rendered responsible for any

EC National Committees undertake to apply IEC International
>nt possible in their national and regional standards. Any
orresponding national or regional standard shall be clearly

equipment declared to be in conformity with one of i ndards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the ts of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible f@r ;tifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61643-341 has been red by subcommittee 37B, Specific
components for surge arresters and surge protective def:ces, of IEC technical committee 37:

Surge arresters.

The text of this standard is based on the following docume:t

\d

FDIS Report on vofi
37B/58/FDIS 37B/61/RVD

X

\¢

Full information on the voting for the approval of this standard can @md in the report on
voting indicated in the above table. O’

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directivesét 3.

Annex A forms an integral part of this standard.

Annex B is for information only. @L
The committee has decided that the contents of this publication will remain unchange@l
2005. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

e withdrawn;

« replaced by a revised edition, or

¢ amended.
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COMPOSANTS POUR PARAFOUDRES BASSE TENSION -

*

)\ Partie 341: Spécifications pour les parafoudres a thyristor

B
1 Doma'a)i'application

La présente rtie de la CEl 61643 est une norme de spécification d'essai pour les
composants degpabafoudres a thyristor (TSS) destinés a limiter les surtensions et a écouler les
courants de fou ar des actions de dérivation. Ces composants peuvent étre utilisés dans la
construction de d itifs de protection contre la foudre, particulierement dans le domaine des
télécommunication%

La présente norme con es indications sur

— les termes, symboles lit es et définitions,

— les fonctions fondamenta eyle‘s configurations et la structure des composants,
— les conditions de fonctionne et les modes de défaillance,

— la vérification et la mesure des &téristiques.

2 Références normatives /O

Les documents normatifs suivants contien des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions véﬁle‘s pour la présente partie de la CEIl 61643.
Pour les références datées, les amendements gieurs ou les révisions de ces publications ne
s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenant accords fondés sur la présente partie de
la CEl 61643 sont invitées a rechercher la possibititg"d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-apres. Pour | srences non datées, la derniére édition
du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEIl et de I'lSO possédent
le registre des Normes internationales en vigueur. 9

CEI 60050(191), Vocabulaire Electrotechnique Internatio@ 1) — Chapitre 191: Sdreté de
fonctionnement et qualité de service

CEI 60050(702), Vocabulaire Electrotechnique International (VE; hapitre 702: Oscillations,
signaux et dispositifs associés

CEIl 60099-4, Parafoudres — Partie 4: Parafoudres a oxyde métalli@ sans éclateur pour
réseaux a courant alternatif

CEIl 60721-3-3, Classification des conditions d'environnement — Partie 3: ésiﬁcaﬁon des
groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités — Section 3: Ulili§ation a poste
fixe, protégé contre les intempéries

CEIl 60721-3-9, Classification des conditions d'environnement — Partie 3: Class@n des
groupes des parametres d'environnement et leurs sévérités — Section 9: Micro a
l'intérieur des produits

CEl 60747-1:1983, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets — Premiéere partie:
Généralités

CEI 60747-2:1983, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés —
Partie 2: Diodes de redressement
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COMPONENTS FOR LOW-VOLTAGE SURGE PROTECTIVE DEVICES -

)\ Part 341: Specification for thyristor surge suppressors (TSS)

1 Scope

This part of @ 61643 is a test specification standard for thyristor surge suppressor (TSS)
components @ned to limit overvoltages and divert surge currents by clipping and
crowbarring acti . Such components are used in the construction of surge protective
devices, particul they apply to telecommunications.

This standard contain rmation on

— terms, letter symbols,?definitions
— basic functions, config ?ﬁ‘ls‘and component structure

— service conditions and faulﬁges
— rating verification and characteristic measurement
2 Normative references ;

constitute provisions of this part of IEC 3. For dated references, subsequent amend-
ments to, or revisions of, any of these lications do not apply. However, parties to
agreements based on this part of IEC 6164 Zéncouraged to investigate the possibility of
applying the most recent editions of the norm @documents indicated below. For undated
references, the latest edition of the normative d

ent referred to applies. Members of IEC
and ISO maintain registers of currently valid Intern | Standards.

IEC 60050(191), International Electrotechnical Vocab— Chapter 191: Dependability and

The following normative documents g%‘grovisions which, through reference in this text,

quality of service

IEC 60050(702), International Electrotechnical Vocabulao— Chapter 702: Oscillations,
signals and related devices

IEC 60099-4, Surge arrestors — Part 4: Metal-oxide surge arre%‘without gaps for a.c.

systems @

IEC 60721-3-3, Classification of environmental conditions — Part 3: Clasion of groups of
environmental parameters and their severities — Section 3: Stationa u at weather-
protected locations 6

environmental parameters and their severities — Section 9: Microclimates inside p

IEC 60721-3-9, Classification of environmental conditions — Part 3: C/assific%ﬂk)f zsoups of

IEC 60747-1:1983, Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits 1:
General

IEC 60747-2: 1983, Semiconductor devices Discrete devices and integrated circuits — Part 2:
Rectifier diodes
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CEIl 60747-6:1983, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés —
Sixieme partie: Thyristors

NO Le parafoudre a thyristor présente des caractéristiques et des utilisations assez différentes de celles des
thyrist traités dans la CEIl 60747-6. Ces différences nécessitent la modification de la description de quelques
car tiaues et l'introduction de nouveaux termes. Ces changements sont indiqués dans I'article 3.
CEl :1996, Dispositifs a semiconducteurs — Essais mécaniques et climatiques

CEl 6100(@\ 995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'essai et
de mesure 6ction 5: Essai d'immunité aux ondes de choc

CEIl 61083-1 :1@ nregistreurs numériques pour les mesures pendant les essais de choc a
haute tension — je 1: Prescriptions pour les enregistreurs numériques

ITU-T Recommam@ K.20:1996, Immunité des équipements de commutation des
télécommunications au@tensions et aux surintensités

ITU-T Recommandation K.Q(‘NQG, Immunité des terminaux d’abonnés aux surtensions et aux
surintensités /‘

ITU-T Recommandation K.28:%993, Caractéristiques des modules de parasurtension a
semiconducteurs destinés a assure rotection des installations de télécommunication

3 Termes, symboles littéraux e@ itions

Pour les besoins de la présente partie de | 61643, les termes et définitions suivants sont
applicables. .

3.1 Termes paramétriques, symboles Iittéra@;%définitions

Quand cela est approprié, les termes, symboles littéraux et définitions des normes existantes
sur des thyristors (CEI 60747-6) et des diodes redresse@ (CEI 60747-2) sont utilisés

NOTE 1 Comme indiqué en 2.1.1 du chapitre V de la CEl 60747-1
lettres V et v pour les tensions au lieu de U et u; cependant, dans le
les lettres V et v pour les tensions sont largement utilisées, et dans la prése
les lettres U et u. La présente norme utilise les lettres V et v pour
remplacement.

El 60027 recommande lI'utilisation des
e des dispositifs a semiconducteurs,
publication elles le sont autant que
nsions et les lettres U et u en

NOTE 2 Si plusieurs formes de symboles sont utilisées, la plus commune est Gonn;’ en premier.

311 Valeurs assignées des bornes principales

blocage, de conduction et de commutation.

3.1.1.1 6

tension de pointe répétitive a I'état bloqué, Vpgry
valeur assignée instantanée maximale (créte) de la tension a I'état bloqué, y compris iqutes les
tensions transitoires c.c. répétitives ou non

3.1.1.2 L

courant de pointe répétitif a I'état passant, Iygpn @
valeur assignée maximale (créte) du courant alternatif & I'état passant de forme d'onde‘ef’de

fréquence spécifiées pouvant étre appliqué en permanence

Les valeurs assignées présentées traitent des prescriptions relat@jux quadrants de
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IEC 60747-6:1983, Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits — Part 6:
Thyristors

NO The TSS has substantially different characteristics and usage to the type of thyristor covered by IEC
60747-6# These differences necessitate the modification of some characteristic descriptions and the introduction of
new, s. Such changes and additions are indicated in clause 3.

)

IEC 6@:1996, Semiconductor devices — Mechanical and climatic test methods

IEC 6100(@ﬂ 995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques a:tion 5: Surge immunity test

IEC 61083-1 :1@ igital recorders for measurements in high-voltage impulse tests — Part 1:
Requirements for{digital recorders

ITU-T Recommend%ﬂ.ZOﬂg% Resistibility of telecommunication switching equipment to
overvoltages and overc ts

ITU-T Recommendation }@‘996 Resistibility of subscribers’ terminal to overvoltages and
overcurrents /'

ITU-T Recommendation K.28:1 Characteristics of semi-conductor arrester assemblies for
the protection of telecommunicatio@stal/ations

3 Terms, letter symbols and d@ns

For the purpose of this part of IEC 61643, @gllowing definitions apply.

*

3.1 Parametric terms, letter symbols and @tions

Where appropriate, terms, letter symbols and defir@s are used from existing thyristor (IEC
60747-6) and rectifier diode (IEC 60747-2) standards=

NOTE 1 |EC 60747-1, chapter V, clause 2.1.1, states “IEC GOOZ@mends the letters V and v only as reserve
symbols for voltage; however, in the field of semiconductor device e so widely used that in this publication
they are on the same plane as U and u." This standard uses the letter v for voltage with the letters U and u
as alternatives.

NOTE 2 When several distinctive forms of letter symbol exist, the most co y used form is given first.

main terminal ratings
listed ratings cover the appropriate requirements of the blocking, @cting and switching

quadrants :

3.1.11

3.1.1

repetitive peak off-state voltage, Vpry
rated maximum (peak) instantaneous voltage that may be applied in the off\-_ﬁm conditions

including all d.c. and repetitive voltage components @
3.1.1.2 !

repetitive peak on-state current, Itgy
rated maximum (peak) value of a.c. power frequency on-state current of specified wave@
and frequency which may be applied continuously





